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Introducao a Eletronica Analogica
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Diodos

Diodos é uma juncdo de cristais semicondutores

dopados. ) J_‘”ET PN
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O diodo € um dispositivo eletronico de dois
terminais que sO permite a passagem de corrente
elétrica em um sentido.
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(@) Diodo de jun¢do com
terminais 6hmicos,

(b) simbolo do diodo
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Diodo polarizado diretamente

Um diodo de silicio PN, cujo a tenséo de corte é 0,7 V, esta ligado em série
com um resistor de 1 kQQ e uma fonte de corrente continua de 10 V, como
indicado na figura. Havera corrente elétrica circulando no circuito? Se sim,

qual o valor dessa corrente elétrica?

" 5 Lei de Ohm: V =I.R
AM—}
LV _Qo-onyv .
" | "R 11030 "
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Aplicacoes de diodos em corrente alternada

Retificador de meia onda
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Retificador de meia onda com filtro capacitivo
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Retificador de onda completa

Nos retificadores de onda completa, a conexdo dos diodos pode ser feita
de duas maneiras, resultando em dois tipos de retificadores com
caracteristicas distintas:

 Retificador com center tap

 Retificador em ponte
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Retificador de onda completa com center tap

Esse tipo de retificador utiliza um transformador com tomada central
(center tap). Os diodos sdo ligados em cada uma das saidas opostas ao
center tap e, como resultado, obtem-se duas tensdes defasadas de 180° entre
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Retificador de onda completa com filtro capacitivo
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Retificador de onda completa em ponte
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Ponte retificadora como componente
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Transistores

O Transistor €& um componente
semicondutor utilizado como amplificador
de sinal ou chave seletora.

Foi desenvolvido nos laboratorios da Bell
em Murray Hill, New Jersey, Estados
Unidos, em 1947 pelos cientistas John
Bardeen, Walter Brattain e William
Shockley. Sua descoberta foi
revolucionaria, gerando grande avanco na
eletronica e informatica.
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Principio de funcionamento

_ C
emissor lP " N ___ coletor B—|< \]ungéo NPN
- : o = E
|base simbolo
| E
emissor I N II P — coletor BAI< Jungé() PNP
- ‘ . — &
| base simbolo

e A base € a regido mais estreita, menos dopada (com menor concentracdo de
Impureza) e extremamente fina.

« O emissor é a regido mais dopada (com maior concentracdo de impureza),
onde sdo emitidos os portadores de carga (elétrons no caso de transistor NPN e
lacunas no caso de transistor PNP).

e O coletor é a regido mais extensa, porque € nela que a poténcia se dissipa.
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Operacao do transistor

elétrons livres
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Operacao do transistor
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Curvas caracteristica do coletor

regiao de saturagao
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O grafico foi obtido da folha de dados do transistor BC548 e
mostra a dependéncia do ganho com a corrente de coletor para
dada temperatura e tensao coletor-emissor.
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RegiOes de operacao: reta de carga
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Funcionamento como amplificador
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Poténcia dissipada

Em um transistor, a maior parte da potencia e dissipada no coletor.

P=VCE.IC
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Ildentificacao de um transistor

Exemplo:

BC 548 A

letra letra [letra] numero de série  [sufixo]

S L L‘[ Indica grupo do ganho ]
' Namero de série (100 a 9999) ]
A terceira letra indica aplicagao industrial |

Segunda letra indica a aplicacao |
1 Primeira letra indica o material |

primeira letra - indica o material: A: germanio (Ge); B: silicio (Si); C: arse-

nieto de galio (GaAs).

segunda letra - identifica o tipo de componente: A: diodo de RF; B: variac;
C: transistor, AF, pequeno sinal; D: transistor, AF, poténcia; E: diodo tinel;
F: transistor, HF, pequeno sinal; K: dispositivo de efeito Hall; L: transistor,
HE, poténcia; N: acoplador éptico; R: tiristor, baixa poténcia; T: tiristor,
poténcia; Y: retificador; Z: diodo Zener.

terceira letra - em alguns componentes, serve para informar a aplicagao

industrial: Pode ser W, X, Y ou Z.

sufixo - indica o grupo de ganho de corrente B: A: baixo ganho; B: médio
ganho; C: alto ganho; sem sufixo: qualquer ganho.
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